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はじめに 自立 GaN 基板の量産化により縦型 GaN パワーデバイスの研究が加速している。市販

の GaN 基板（貫通転位密度(TDD)：1-3×106 cm-2）を用いても 5 kV の高耐圧ダイオードの作製が

可能であるが 1)、さらに低転位密度の基板を用いた場合にデバイス特性に与える効果は十分に検

討されていない。今回、TDD に面内分布を有するストライプ ELO 基板を用いて TDD の高い領域

と低い領域上に p-n接合ダイオードを試作し素子特性を評価したので報告する。 

実験 ストライプ ELO 基板は、通常の VAS 法による基板上に 200 

m 周期でマスクを形成し、再度 HVPE 法で ELO を実施し全面 c

面成長モードに移った厚膜を切り出して作製した。図 1 にこの基

板の CL 像を示す。マスクの周期に対応した低 TDD 領域(2-4×105 

cm-2)と高 TDD 領域(>4×106 cm-2)が存在する。直径 60 mのメサ型

FP 電極付きダイオードをこの周期とずらして配置し高 TDD 領域

にかかる割合の異なるものを多数評価した。p-n 接合エピ層は

MOVPE 法により成長し、設計耐圧を約 2 kVとした。 

結果 図 2はダイオードのアノード電極が高 TDD領

域に入っている割合を横軸として各ダイオードの耐

圧をプロットしたものである。各ダイオードに高

TDD 領域が占める割合は CL 像で見定めたものであ

り誤差を伴うが、傾向としてグラフの左側に位置する

低 TDD領域に作られたダイオードはバラつきが少な

く設計耐圧に近いものが得られた。一方、高 TDD領

域のものはばらつきが拡大した。ただし、高耐圧を示

すものもあった。オン抵抗は低 TDD 領域のものは低

い値を示しばらつきも小さかった。 
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Fig.1. Cathode luminescence image of 

stripe ELO GaN substrate. 

Fig.2. Breakdown voltage dependence on 

possession ratio of high TDD area. 
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